Laboratorium Analogowych Ukladow Elektronicznych

Laboratorium 3
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Badanie ukladow z tranzystorem polowym.

1. W ¢wiczeniu wykorzystywany bedzie tranzystor polowy z kanatem typu N. Rozktad wyprowadzen
dla wykorzystywanego typu tranzystora podany jest na ponizszym rysunku.
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2. Prosze¢ odczyta¢ z oznaczen a nastgpnie zmierzy¢ wartosci wszystkich rezystoréw i kondensatorow
w zestawie do dzisiejszego ¢wiczenia.

3. Wyznaczanie charakterystyki przejsciowej tranzystora polowego
Prosze zmontowa¢ uktad ze schematu ponize;.
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UWAGA 2! Prosze zwrdci¢ uwagg na polaryzacjg napigcia ze sterowanego zrodla napigceia.
Potencjat bramki ma by¢ nizszy niz potencjat zrodia.

Zmieniajac napigcie na bramce tranzystora w zakresie od 0 do warto$ci przy ktorej przestanie
ptyna¢ prad drenu odczytywac wartosci Iy. Narysowac charakterystyke przejsciowa Iy = f(U,).
Na podstawie odczytanych z charakterystyki przejsciowej wartosci napigcia U, oraz pradu

Liss wyznaczy¢ analitycznie zaleznos$¢ transkonduktancji tranzystora polowego od napigcia Ul.
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Wzér na prad drenu w tranzystorze ztaczowym:
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Przedstawi¢ otrzymana zalezno$¢ na wykresie.

Od tej chwili prosze bardzo dbaé o tranzystor, gdyz odczytane wtasnie wartosci sa prawidtowe
jedynie dla tego, konkretnego egzemplarza tranzystora.

Badanie uktadu zrodta pradowego na tranzystorze polowym.
Prosz¢ zmontowac uktad ze schematu ponize;j.
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Warto$¢ rezystora R1 nalezy dobra¢ z uzyciem wyznaczonej wczesniej zaleznosci tak, aby prad
zrodta wynosit okoto 2 mA. Wyznaczy¢ rezystancje dynamiczng zrodta jako stosunek zmiany
napigcia do zmiany pradu. Napigcie zmienia¢ w zakresie od 15V do 20V.

Kolejno$¢ postgpowania:

a. wyznaczy¢ (na podstawie poprzednich wynikdéw) Uy, dla ktoérego I wynosi 2 mA,
b. wyznaczy¢ warto$¢ rezystora R1 ze wzoru: R-I,=U sl
Potrzebna rezystancj¢ nalezy zlozy¢ z dostgpnych elementdw. Prosze uzy¢ najblizszej tej
wyliczonej, mozliwej do utozenia wartosci rezystancji. Prosze zweryfikowac¢ wartos¢ pradu drenu.
Powinien wynosi¢ okoto 2mA. Okoto = +10%
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5. Badanie wzmacniacza w uktadzie wspolnego zrodta.
Proszg zmodyfikowa¢ uktad z poprzedniego punktu tak, aby uzyska¢ wzmacniacz wedlug
ponizszego schematu:

Wartos¢ rezystora R1 taka jak w poprzednim punkcie.

Z generatora podac¢ sygnat sinusoidalny o czgstotliwosci 1 kHz. Amplitudg dobrac tak aby nie
nastapito przesterowanie uktadu .Prosz¢ zmierzy¢ napigcia na bramce i na drenie tranzystora. Na
podstawie tych pomiaréw proszg wyznaczy¢é wzmocnienie napigciowe K, uktadu.

6. Zastosowanie tranzystora polowego w uktadzie thumika sterowanego napigciem.
Prosze potaczy¢ uktad wedhug rysunku:

Na wejscie uktadu poda¢ przebieg sinusoidalny o napigciu 0,2 V,,. Wyznaczy¢ zalezno$¢ thumienia
uktadu od napigcia sterujacego. Ttumienie wyrazi¢ w decybelach. ( 20 log U,,,/U,.). Zaobserwowaé
znieksztalcenia wnoszone przez uktad po zmianie ksztattu sygnatu wejsciowego na przebieg
trojkatny. Zmodyfikowac¢ uktad zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku ponizej. Prosze
sprawdzi¢, czy znieksztatcenia znikaja po wprowadzeniu modyfikacji.
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